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TD n°2: JFET en régime dynamique

Exercice n°1
Le transistor a effet de champ du circuit suivant posséde les caractéristiques Ipss= 15 mA,Vp
= — 6V. La résistance Rcn représente la charge extérieure de I’étage. Les condensateurs ont

une fonction de liaison (couplage).

Etude du régime continu

1. Deéterminez les points de fonctionnement du transistor.

Etude du régime dynamigue faibles signaux aux fréguences moyennes

2. Dessinez le schéma et évaluez le paramétre gm du modéle du transistor (rgs=o).

3. Calculez la résistance d’entrée Ze vue par le dipole d’attaque (\VQ, rg).

4. Ecrivez les expressions des éléments du dipGle de Thévenin (vso, ZS) du montage attaquant
la charge Reh.

5. Identifiez les ¢éléments du quadripdle représentatif de 1’amplificateur de tension,
attaqué par le dipdle d’attaque et chargé par Reh.

6. Evaluez le transfert en tension Vs/ Vg

Exercice n°2:

Le transistor a effet de champ du circuit suivant posséde les caractéristiques statiques Ipss=
15 mA,Vp = — 6V et les parametres de son modele dynamique aux faibles signaux sont rgs=
. Les composants Cc et Cs sont respectivement des condensateurs de liaison et de
découplage.

Etude du régime continu

1. Déterminez le point de repos du transistor.

Etude du régime dynamique aux faibles signaux

2. Evaluez le paramétre gm du modéle du transistor de I’étude précédente.
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3. Aux fréquences moyennes, calculez le gain en tension Avo = Vs / Vg, les résistances

d’entrée Z e et de sortie Z s.
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Exercice n°3:
Le paramétre rgs du modele en comportement linéaire du transistor JFET est supposé de
valeur trés importante. Le composant Cg est un condensateur de liaison et la valeur de la

résistance du dipdle d’attaque est telle que rg<<R.
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Etude du régime dynamique aux fréguences moyennes

1. Dessinez le schéma.
2. Ecrivez les expressions du gain en tension Avo = Vs/ V(g et des résistances d’entrée

Ze et de sortie Zs du montage.

Exercice n°4 (Etage différentiel a JFET)
Les deux transistors du montage sont supposés technologiquement identiques avec lpss = 2
mA ,VP=-2V.

Etude en régime continu

1. Evaluez les courants de drain des transistors.

Etude du régime dynamique faibles sighaux aux fréguences moyennes

2. Déduisez de I’étude du régime continu, les valeurs des paramétres gmi des transistors Ji.
3. Ecrivez ’expression de la résistance dynamique Zo de la source de courant lo vue entre

le drain et la masse. Evaluez cette derniére, le paramétre rqss étant estimé a 100 kQ.
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4. Les parametres rgs des transistors Ji et Jo étant négligés, écrivez puis évaluez les gains
en tension Ag = Vs/Vd et Ac= Vs / Vc.

5. Déduisez le Trmc en dB.

6. Evaluez les résistances différentielle Zd, de mode commun Zc et de sortie Zs du montage.
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